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Beispiel Teflonisolation bei 6 kV ≔εr 2

Verlustfaktor Teflon ≔tanδ 0.0005

Durchbruchfeldstärke ≔ET =400 ――
kV

cm
40 ――

kV

mm

Plattenfläche ≔AC 1 cm2

Plattenabstand (bis 8 kV) ≔d ⋅―
2

10
mm

Kapazität ≔C =⋅⋅ε0 εr ――
AC

d
8.854 pF

Frequenz ≔f 10 MHz ≔ω ⋅⋅2 π f

Verlustwiderstand ≔Rp =――――
1

⋅⋅ω C tanδ
3.595 MΩ

Güte ≔Q =⋅⋅ω C Rp 2000


